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ペロブスカイト型チタン酸化物の電場誘起抵抗変化 

研究背景 
電場誘起抵抗変化とは、物質にパルス電場を印加

した後の抵抗値が変化する現象で、次世代不揮発

メモリ (Resistance Random Access Memory; 
RRAM)への応用が期待されている。これまでの研
究で、電場誘起抵抗変化を起こす La0.33Sr0.67FeO3

において電場を印加するとともに光学反射率が変

化すること、それは電場印加により酸素イオンが

動いたためであることがわかっている。本研究で

は、 p-type の伝導体である La0.33Sr0.67FeO3-δ 

と は 伝 導 キ ャ リ ア の 種 類 が 異 な る

Sr0.9La0.1TiO3+δ(n-type)において、電場を印加した
ときにどのように反射率変化を起こすかについて

調べた。 

実験 
過剰酸素δの量を変えて作った Sr0.9La0.1TiO3+δ

薄膜の反射スペクトルを測定し、過剰酸素による

反射率変化を調べた。そして、Sr0.9La0.1TiO3+δ薄膜

において電場を印加にともなって反射率変化する

かを測定した。 
結果と考察 
過剰酸素δの量を変えて作った Sr0.9La0.1TiO3+δ

薄膜の反射率測定より、Sr0.9La0.1TiO3+δは酸素量が

増えると低エネルギー領域(～1eV)の反射率が下
がることがわかった。反射率の変化が起きるのは、

過剰酸素δが増えるとキャリア数(=Ti3+)が減少す
るためだと考えられる。 
次に、図１のような形状に製膜した試料に上部

電極から下部電極の方向へ電場を印加し、図１に

示した A、B、Cの３カ所の位置における、電場を
印加する前後での反射スペクトルを図２に示す。

この結果から、電場をかけると A の位置のみの反
射率が下がることがわかった。A の位置の反射ス
ペクトルから得られるキャリア数は、Ti１サイト
あたりそれぞれ、電場を印加する前は 0.047 個、
印加した後は 0.038個であった。このことから、A
の位置の過剰酸素が電場を印加することによって

増加したことがわかる。これは、まず電場印加に

よって流れる電流が中心の細くなった部分に集中

し、ジュール熱により中心付近が酸化され、さら

にその過剰酸素が電場によって酸素イオンが電場

の方向とは反対の方向へ動いたためであると考え

られる。 

 
図１測定場所 
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図２電場印加による反射率変化 
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